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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 

ELEMENTY T ranzysłory przełączaiące 3375-40 
Arkusz 00 

PÓŁPRZEWODNIKOWE 
Wymagania i badania 
Postanowienia ogólne 

1, WSTEP • 
1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę wymaga-

nia i badania dotyczęce tranzystorów przełęczajęcych, 

przeznaczonych tlo pracy w elektronicznych urzędzeniach 

profesjonalnych, 

1,2, Zakres tematyczny normy, Kolejno numerowane ar

kusze normy (od 01) zawieraję szczegółowe postanowienia 

dla określonych rodzin tranzystorów przełęcz<vęcych prze

znaczonych do pracy w elektronicznych urzędzeniach pro

fesjonalnych, 

l. 3, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem nini~szego 

arkusza normy sę postanowienia og61ne oraz wymagania ' i 

badania wspólne dla grupy tranzystor6w przełęczajęcych, 

przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzędzeniach 

profesjonalnych. 

1,4, Określenia - wgPN-n/T-01500, PN-76/T-01501 

PN-74/T -Q1.515_ 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2, 1, Parametry dopuszczalne, W arkuszu szczegółowym 

dla danego typu tranzystor6w powinny być podane dopusz

czalne wartości następujęcych parametr6w: 

U
CB 

- napięcie kolektor-baza, 

U
CE 

- napięcie kolektor-emiter, 

U
EB 

- napięcie emit-er-baza, 

Ic - pręd kolektora, 

bM - szczytowy pręd kolektora, 

I
B 

- pręd bazy, 

- całkowita moc wejściowa (stała lub średnia) 

na wszystkich elektrodach przy lamb i ' case 

określonych oraz wykres mocy w funkcji 

peratury, 

- temperatura złęcza, 

[stg - temperatL:Jra przechowywani a, 

Rad_a - rezystancja termiczna złęcze-otoczenie, 

Rthi - c - rezystancja termiczna złęcze-obudowa, 

tem-

Dane te stanowię wartości, których ni e mo!na przekro

czyć w eksploatacji tranzystor6w_ 
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2,2, Parametry charakterystyczne, W arkuszu 

g6łowym dla danego typu tranzystor6w powinny być 

szcze-

poda-

ne, przy określonej temperaturze otoczenia, wartości na

stępujęcych parametr6w charakterystycznych przy okreś

lonych warunkach pomiaru: 

U (BR) CES 

U(BR)CEO 

U(BR)CEft 

U(BR)EaO 

- pręd zerowy kolektora przy 

±15%Uca ,lE - O, maj' 

lub 
- pręd resztkowy kolektora przy 

UCE - określone, 

- napięcie przebicia kolektor-baza przy o

kreślonym Jc oraz JE = O, 

lub 
- napięcie przebicia kolektor-emiter przy 

la =0, Ic - określnym, 

- napięcie przebicia kolektor-emiter 

U
BE 

= O, IC - określonym, 

lub 
- napięcie przebicia kolektor-emiter 

UBE =R, fc - określonym, 

- napięcie przebicia emiter-baza przy 

= O, J
E

- określonym, 

przy 

przy 

statyczny współczynnik wzmocni enia prę-

dowego w układzie OE przy określonym 

JC i (tE' 
częstotliwość graniczna przy określonych: 

fc , U
CE 

oraz f, 
_ pojemność złęcza kolektor-baza przy o

twartym wejściu i okreś l onych ltB oraz f, 
- czas włęczania przy okreś lon ych Ic · oraz 

la w określonym układzie pomiarowym, 

- czas wyłęczania przy określonych lc oraz 

IBl lB2 
lub 

czas opóźnienia przy określonych lC oraz 

I w określonym układzie pomiarow ym, 
. B 

czas narastania przy określonych fC oraz 

I w okreś lon ym układzie pomiarowym, 
B 

_ czas magazynowania przy określonych Ic 

oraz IBl f w określonym układzie p~ 
B2 

miarowym, 
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U 
CEsa! 

U 
BE.a! 

- czas opadania przy określonych 1 oraz 1 
C B1 

i l
B2 

w określonym układzie pomiarowym, 

- napięcie nasycenia kolektor-emiter przy 

- określonym, lC - określonym, 

- napięcie nasycenia baza-emiter przy la -

określonym, l - określonym. 
C 

2.3. Pozostałe postanowienia - wg PN-74/T -01515 Za-

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3. ,. Wymagani a. Tranzystory objęte niniejszę normę po-

winny spełni ać wymagania podane dla poszczególnych t y-

pów w kolejnych arkuszach oraz wymagania wg PN-74/ 

T -01515. 

3.2. Rodzaje i warunki badań kontrolnych 

łęcznik ,. 
3.2.1. Badania grupy A - wg tabl.!. 

Podgrupa badań 

wg PN-74/T-01515 

Podgrupa Al 

Sprawdzenie wym iarów (głównych) 

Sprawdzeni e wykonani a obudowy 

Sprawdzenie trwałości oraz prawi

dłowości cechowania i znakowan i a 

Podgrupa A2 

Sprawdzenie podstawowych parametrów 
elektrycznych: 

lcao - pręd zerowy kolektora 
lub 

lCES 

lub 

- pręd resztkowy kolek-

tora 

- napięcie przebicie 

kolektor-baza 

C(aR)CES 
- napięcie przebicia ko

lektor-emiter 

~aR)CEO - napięcie przebicia 
kolektor-emiter 

lub 

LfaRlcER 
- napięcie przebicia 

kolektor-emiter 

l(BR)EBO 
- napięcie przebicia 

emiter-baza 

- statyczny współczynnik 
wzmocni eni a prędowego 

Podgrupa A3 

Sprawdzeni e drugorzędnych parametrów 

elektrycznych 

- częstotliwość graniczna 

- pojemność złęcza kolektor-

-baza 

UCE , U! - napięcie nasycenia kolektor
-emiter 

u - napięcie nasycenia baza-emi-
BEs,,! 

ter 

ron - czas włęczania 

rof! - czas wyłęczani a 

lub 

Id - czas opóźnienia 

I
T 

- czas narastania 

r, - czas magazynow ania 

rI 
- czas opadania 

Pocgrupa A4 
---

Tablica 1 

Metoda badania 

wg 

PN-74/T -01515 

2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.6 

4.3.7 

4; 3.7 

Poz i om 

kontroi i 
iAQL 

3 

I; 2,5% 

II; 1,0% 

ł; 1,5% 

Warunki 

badania 

4 

nie stosuje się 

Szczegóły do ustalenia w arkuszu 

szczegółowym 

5 

sprawdzane parametry geome

tryczne 

warunki pomiaru i wartości 
graniczne kontrolowanych pa

rametrów 

warunki pomiaru i wartości 
graniczne kontrolowanych pa

rametrów 
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3,2,2, Badania grupy C - wg tab!. 2 wykonuje się co 6 miesięcy , 

Tablica 2 

Podgrupa badań Mebda badani,a Poziom Szczegóły do ustalenia w arkuszu 

wg PN-74jT -01515 wg kontroi i Warunki badania szczegółowym 

PN-74jT -01515 iAQL 

1 2 3 4 5 

Podgrupa CI temperatura lutowi a - warunki pomiaru i wartości graniczne 
o 

kontrolow anych parametrów 
Sprawdzenie lutowności 4,3,5 S-4; 2,5% 

- 235 C; czas rege-

neracji 2+6 h 

Podgrupa C2 

Sprawdzeni e wytrzymałoś-
4,3,24 S-4; 2,5% rodzaj badania, wartość obc i ężeni a 

ci mechanicznej -wyprowa-
dzeń 

Podgrupa C3 40 g, sposób mocowania korpusu elementu 

Sprawdzenie wytrzymałoś-
1000 udarów w każ- oraz wyprowadzeń, warunki pomiaru 

4 , 3, 17 S-4; 2,5% dym kierunku pro- i wartości graniczne kontrolowanych 
ci na udary wielokrotne 

bierczym parametrów 

Sprawdzenie wytrzymałoś- 4, 3 , 12 metoda dwóch komór wartości temperatur ~ i T
B 

' w arunki 
ci na nagłe zmiany tem- pomiaru i wartości graficzne kontro-
peratury lowanych parametrów 

Sprawdzenie wytrzymałoś- 4,3,20 10.,.500 Hz, 20g, 3 h sposób mocowani a korpusu elementu 

ci na wibracje o zmiennej oraz wyprowadzeń, warunki pomiaru 
częstotl iwości i wartości graniczne kontrolowanych 

parametrów 

Sprawdzenie wytrzymałoś- 4,3, 13 10 dób warunki pomiaru i wartości graniczne 
ci na wilgotne goręco kontrolowanych parametrów 

Podgrupa C4 nie stosuje się 

Podgrupa C5 

Sprawdzenie wytrzymałoś- 4,3,23 S-4; 4,0% 20000 g kierunki probiercze, sposób mocowa-
ci na przyspieszenie ni a korpusu elementu oraz wyprowa-
stałe 1) dzeń, warunki parni aru i wartości 

graniczne kontrolowanych parametrów 

Podgrupa C6 nie stosuje się 
2) 

Podgrupa C7a nie stosuje się 

Podgrupa C7b 

Sprawdzenie wytrzymałoś- 4,3, 10 S-4; 4,0% 1000 h temperatura narażania, warunki po-
ci na suche gorę.co miaru i wartości graniczne kontrolo-

wanych parametrów 

Podgrupa C8a 

Sprawdzenie odporności na 4,3,9 S-4; 4,0% - temperatura narażani a, warunki po-
zimno miaru i wartości graniczne kontrolo-

wanych parametrów 

Podgrupa C8b 

Sprawdzenie odporności na 4, 3, 11 S-4; 4,0% - temperatura narażani a, warunki po-

suche goręco maru i wartości graniczne kontrolo-
wanych parametrów 

Podgrupa C9 

Sprawdzenie wymiarów 4,3,3 S-4; 2,5% - sprawdzane parametry geometryczne 

11 Badania dotyczę tylko tranzystorów w obudowach metalowych, 

2) Badanie może być wykonywane na żędanie odbiorcy w uzgodnieniu z producentem, Informacje o wynikach badania 

otrzymuje zainteresowany odbiorca, 
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3.2.3. B adania grupy D - wg tabl. 3 wykonuje się co 2 lata . 

Tablica 3 

Podgrupa badań 
M etoda badania 

Poz iom Szcze!!1ół y d o us tal enia w 

wg PN-74jT-OISIS 
wg 

kont r o li 
Warunki ·badania 

arkuszu szczegółowym 
PN-74jT-OISIS 

iAQL 

I 2 3 4 S 
, 

Podsr upa Dl nie stosuje się 

Podsrupa D2 nie stosuje się 

Podsrupa D3 1) 

Sprawdzenie wytrzymałości na 4.3.28 S-4; 4,0% - rodzaj rozpuszczalnIka 
rozpuszczalhiki 

Podsrupa D4 1) 

Sprawdzenie palności 4.3.29 S-4; 4,0"70 - -
( zewnętrznej) 

Podsrupa DSa nie stosuje s ię 

Podsrupa DSb nie stosuje się 

Podsrupa D6 warunk i 6bciężenia, metoda 

Spr awdzenie odporności na na-
badania, sposób mocowania 

rażenia e l ektr yczne 
4 . 3.25 S-4; 2, S% 4000 h , 25

0
C korpusu e lementu oraz wy-

prowadzeń, warunki pomiaru 
i wartości gran i czne kontro-
lowanych parametrów 

P odsrupa D7a Z) 

Sprawdzenie wytrzymał ości na 4.3.26 S -3; 4,0% -
wymagania dotyczęce uszko-

pieśń 
dzeń powierzchniowych 

Pods~upa D 7b z) 

Spraw dz.enie wytrzymałośc i na 4.3.27 S-3; 4,0% 4 doby -
mgłę solnę 

1) B adania dotyczę tranzystorów w obudowach plastykowych. 

z) Badanie s tosuje się przy zamówien iu tranzystorów w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu m orskiego. 

3 . 2.4. Parametry kontrolowane w badaniach Srupy C i D - wg tabl. 4. 

Tabli ca 4 

Oznaczenie Nazwa parametru Podgrupa badań 

h
21E 

statyczny współczynnik wzmocnienia prędcwego CI, C3, CS, C7b, C8a, D6 

[CBa 
pręd 'zerowy kolektora 

lub CI, C3, C7b, C8b, D6 

[CES pręd resztkowy kolek t ora 

3 .3. Pozostałe postanowienia w zakresie oznaczania, pobierania próbek; oceny wyników badań, pakowania, prz echo-

wywania i transportu - wg PN-74/T-01S1S. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytuc ja opracowujaca normę 

cyjne Centrum Półpr zewodników. 

Naukowo_Produk_ PN-76jT -01SOI Element y półprzewodnikow e. O z naczeni a 

literowe podstawowych wi elkośs;i elektrycznych i pa

rametrów 2. Normy związane 

PN-72/ T - 01S00 Elementy półpr zewodnikowe . Nazwy PN-74j T -01 SI S Element y pÓłprzewodnikowe. Ogóln e wy-

określen i a magan i a i badani a 


